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Be s chr e ibung 

Verfahren zur Herstellung eines MOSFETs mit sehr kleiner Ka- 
nallange 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel 
lung eines MOSFETs mit einem Gate-Kanal einer vorgegebenen, 
sehr kleinen Kanallange. 

Transistoren mit Gate-Kanallangen unterhalb von 100 nm, soge 
nannte Kurzkanaltransistoren im Sub-jix-Bereich, sind mit her- 
kommlichen Technologien nur schwierig so exakt herzustellen, 
dag die erf orderlichen elektrischen Betriebsparameter einge- 
halten werden. Eine hohe Performance des Transistors setzt 
beispielsweise einen hohen Betriebsstrom bei geringer Lei- 
stungsauf nahme sowie einen nur geringen Leckstrom im Off- 
Zustand voraus. Ferner sollen der Gate-Widerstand und parasi 
tare Effekte wie die Miller-Kapazitat moglichst gering sein. 

Dies erfordert maJSgenaue Abmessungen und Proportionen des 
durch die Abfolge vieler ProzeSschritte gefoirmten Transi- 
stors. Besondere Schwierigkeiten bereitet derzeit die Her- 
stellung T-formiger Gate-Schichtenstapel , deren untere 
Schicht entsprechend der gewunschten Kanallange sehr schmal 
ist im Vergleich zu der oberen Schicht des Gate- 
Schichtenstapels . 

Zur Herstellung von T-Gate-Transistoren sind verschiedene 
Verfahren vorgeschlagen worden. So ist z.B. die Herstellung. 
eines T-Gates bekannt, bei dem eine Metallschicht nachtrag- 
lich auf ein vorgeformtes Polysilizium-Gate abgeschieden 
wird. Aufgrund von Lagefehlern zwischen den Schichten mu6 je- 
doch der Abstand der Source/Drain-Kontakte zum Gate erhoht 
werden, urn auch bei einer Dejustierung einen einwandf reien 
Betrieb des Transistors zu gewahrleisten. Dies bringt jedoch 
einen erhohten Source/Drain-Widerstand mit sich. 
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Ein Kurzkanaltransistor wird z. B. Ghani, Ahmed et al . / lEDM 
99, Seite 415, beschrieben. Ferner besehreiben D. Hisamoto et 
al . (IEEE Transaction on Electronic Deviices, Vol 44, 6, 97, 
S, 951) ein Verfahren zur Herstellung eines selbst justierten 
T-Gates mit einer Wolf ram-Schicht auf einer darunterliegenden 
ersten Gate-Schicht . Auch Kasai et al.(IEDM 94, S. 497 - 498) 
beschreiben ein Verfahren zur Herstellung eines T-Gates, bei 
dem der Gate-Schichtenstapel aus ubereinander abgeschiedenem 
Polysilizium, einer Dif f usionsbarriere und einer Metall- 
schicht besteht . 

Nachteilhaft ist bei letzteren Verfahren, dafi das Kurzkanal- 
Gate mit Hilfe aufwendiger lithographischer Methoden, etwa 
mit Hilfe eines Elektronenstrahls , strukturiert werden mug. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren 
bereitzustellen, mit dem ein T-Gate-ITransistor sehr kurzer 
Kanallange maSgenau, auf sehr einfacshe Weise und kostengiin- 
stig hergestellt werden kann. 

Diese. Aufgabe wird erf indungsgemaS durch ein Verfahren zur 
Herstellung eines MOSFETs mit einem Gate-Kanal einer vorgege- 
benen, sehr kleinen Kanallange gelost, das die folgenden 
Schritte auf weist : 

- Erzeugen eines Gate-Dielektrikums auf einem Halbleitersub- 
strat, 

- Aufbringen einer ersten Gate-Schicht auf das Dielektrikum, 

- Aufbringen einer zweiten Gate-Schicht, 

- Maskieren der zweiten Gate-Schicht in der Weise, daS die 
Breite der zweiten Gate-Schicht grofier ist als. die vorgegebe- 
ne Kanallange, :^ 

- anisotropes Atzen der zweiten urtd der ersten Gate-Schicht, 

- isotropes seitliches Unteratzen der ersten Gate-Schicht un- 
ter die zweite Gate-Schicht selektiv zum Dielektrikum in kon- 
trollierter Weise derart, dafi eine vorgegebene Breite der er- 
sten Gate-Schicht erreicht wird, die kleiner ist als die 
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Breite der zweiten Gate-Schicht und die der vorgegebenen Ka- 
nallange entspricht. 

Erf indungsgemaS werden verschied,ene Atzschritte unterschied- 
licheri Isotropiegrades in geeigneter Weise miteinander ver- 
kniipft, um die gewiinschte T-formige Struktur des Gate zu er- 
halten. Zunachst wird der Gate-Schichtenstapel anisotrop ge- 
atzt/ wodurch dieser strukturiert wird. Das so geformte Gate 
ist noch deutlich breiter als die vorgegebene Kanallange. 

Im Gegensatz zu herkommlichen Verfahren wird nicht zuerst 
versucht, eine untere Gate-Schicht derselben Breite der vor- 
gegebenen Kanallange zu formen, sondern erf indungsgemaS wird 
zunachst ein breiterer . und daher mit Hilfe herkommlicher 
preiswerter Lithographieschritte formbarer Schichtenstapel 
erzeugt. Dadurch wird das Verfahren besonders kostengiinstig. 

Zunachst wird die zweite Gate-Schicht in der Weise maskiert, 
daS ihre Breite groSer ist als die vorgegebene Kanallange; 
d.h. die Maskierung erfolgt in der Weise, daS nach im nach- 
folgenden ersten Atzschritt ein aus der ersten und der zwei- 
ten Gate-Schicht bestehender Schichtenstapel erzeugt wird, 
der eine Breite besitzt, die groSer als die vorgegebene Ka- 
nallange ist. 

Die weitere Bearbeitung des Gate-Schichtenstapels zum Errei- 
chen der der vorgegebenen Kanallange ent sprechenden kleinen 
■ Gate-Lange erfolgt dann durch nachtragliches Atzen der unte- 
ren Gate-Schicht von der Seite her. 

Dazu wird erf indungsgemaS ein zweiter Atzschritt durchge- 
fuhrt. Um die durch die zweite Gate-Schicht verdeckte erste 
Gate-Schicht zu erreichen, wird die zweite Atzung isotrop 
durchgef lihrt . Aufgrund ihrer Isotropic bewirkt die zweite At- 
zung eine seitliche Einschniirung der ersten Gate-Schicht, 
welche kontrolliert bis auf die vorgegebene Kanallange ver- 
schmalert wird. Das so erhaltene Kurzkanal-Gate entsteht da- 
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bei mit Hilfe einfacher und an sich' bekannter ProzeSschritte, 
ohne daS aufwendige Verfahren zum Eirisatz kommen. 

Eine bevorzugte Ausf lihrungsart sieht vor, daS die Breite der 
ersten Gate-Schicht durch die Breite der zweiten Gate-Schicht 
und durch die Dauer des kontrollierten seitlichen Unteratzens 
der ersten Gate-Schicht unter die zweite Gate-Schicht kon- 
trolliert wird. Im einfachsten Fall bleiben die Konzentration 
von Atzstoffen sowie sonstige Parameter der Unteratzung kon- 
stant, so daS lediglich die Zeitdauer dieser Atzung die unte- 
re Gate-Lange bestimmt. Die vorgegebene Breite der ersten Ga- 
te-Schicht ist dabei vorzugsweise gleich der vorgegebenen Ka- 
nallange. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daS die Breite 
der ersten Gate-Schicht wahrend des Unteratzens mit Hilfe der 
Konzentration eines Atzstoffes kontrolliert wird, Dabei kann 
die Konzentration auf einen wahrend der Atzung konstanten 
Wert eingestellt oder auch im Verlaufe der Atzung verandert 
werden. 

Vorzugsweise ist die vorgegebene Breite der ersten Gate- 
Schicht gleich der vorgegebenen Kanallange. Andererseits lie- 
gen auch Abweichungen von 10 % in beiden Richtungen noch im 
Rahmen der Erfindung. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS das anisotrope Atzen der 
zweiten und der ersten Gate-Schicht bis zum Erreichen des 
Dielektrikums fortgesetzt wird. Dadurch wird die beim isotro- 
pen Atzen entstehende Seitenwand besonders gleichf ormig . An- 
dererseits kann die erste, isotrope Atzung auch innerhalb der 
unteren Gate-Schicht beendet und dort die zweite, isotrope. 
Atzung begonnen werden; In diesem Fall wird das Dielektrikum 
erst wahrend der zweiten Atzung erreicht . 



SchlieSlich ist vorgesehen, daS das isotrope seitliche Un- 
teratzen der ersten Gate-Schicht selektiv zur zweiten Gate- 
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Schicht erf olgt . Dadurch bleiben die oberen Abmessungen der 
Gate-Leitung erhalten und konnen so leichter kontaktiert wer- 
den. 

Vorzugsweise wird die Unteratzung mit Hilfe eines isotropen 
Plasmaatzschrittes durchgef uhrt . Dabei kommen herkommliche 
Trockenatzkammern mit induktiver oder sonstiger Einkopplung 
zum Einsatz. 

Als Atzgas fiir die isotrope Atzung dient vorzugsweise ein Ha- 
logenwasserstof f ; insbesondere Bromwasserstof f ist wegen sei- 
ner guten Selektivitat gegenuber Metallen von Vorteil. 

Hinsichtlich der Abmessungen des hergestellten T-Gates sehen 
bevorzugte Ausfuhrungsf ormen vor, dafi die Breite der zweiten 
Gate-Schicht zwischen 120 und 300 nm und dafi die Breite der 
ersten Gate-Schicht zwischen 30 und 150 nm betragt . Vorzugs- 
weise werden damit Transistoren mit einer Kanallange von 3 0 
bis 150 nm hergestellt. 

Das Gate-Dielektrikum besteht vorzugsweise aus Siliziumdi- 
oxid, die erste Gate-Schicht aus Polysilizium. 

Vorzugsweise besitzt die zweite Gate-Schicht eine hohere 
elektrische Leitf ahigkeit als die erste Gate-Schicht. Dadurch 
wird die Leitf ahigkeit des Gate insgesamt erhoht . Die zweite 
Gate-Schicht kann vorzugsweise aus einem Metall, insbesondere 
Wolfram bestehen. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht das Einbringen von 
Source/Drain- Implantationen und deren Diffundieren unter die 
vorgegebene Breite der zweiten Gate-Schicht bis zum Rand der 
ersten Gate-Schicht vor. Hierbei bildet die breitere, obere 
Gate-Schicht einen Teil einer Maske, die die Implantationen 
erst in einem gewissen Abstand von der unteren Gate-Schicht 
durch das Dielektrikum in den Wafer einbringen laSt . Das an- 
schliefiende thermische Verteilen der Implantationen wird so 
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gesteuert, daS die Dotierstoffe zusatzlich zur Breite eines 
Spacers ebenfalls die Differenz der Breiten der zweiten und 
der ersten Gate-Schicht , d. h, den Weg zur vorgegebenen klei- 
nen Kanallange, zuriicklegen. 

Das Vorzugsweise ist der erf indungsgemaSe MOSFET Teil eines 
DRAMs Oder einer Logikschaltung , 

Die Erf indung wird nachstehend mit Bezug auf die Figuren 1 
bis 3. beschrieben, die verschiedene Verf ahrensstuf en der er- 
f indung sgemaSen Herstellung von T-Gate-Transistoren darstel- 
len. 

GemaS Figur 1 wird auf einem mit einem Gate-Oxid 2 aus vor- 
zugsweise Siliziunidioxid bedeckten Siliziumsubstrat 1 eine 
Folge mehrerer Gate-Schichten abgeschieden. Der so erzeugte 
Gate-Schichtenstapel besteht im wesentlichen aus einer ersten 
Gate-Schicht 3 aus Polysilizium und einer dariiberliegenden 
zweiten Gate-Schicht 5. Die zweite Gate-Schicht 5 dient zur 
Verbesserung der Leitf ahigkeit des Gate bei sehr kleinen Ab- 
messungen und wird daher vorzugsweise aus einem Metall, ins- 
besondere aus Wolfram bestehen. 

Zwischen diesen Schichten kann eine als Dif fusionsbarriere 
dienende Zwischenschicht 4 aus beispielsweise Wolf ramnitrid 
erzeugt werden, etwa durch nachtragliche Silizidierung . Auch 
konnen insgesamt mehr als zwei Schichten aufeinander abge- 
schieden werden. Entscheidend ist, dag mindestens zwei Gate- 
Schichten aus unterschiedlichem Material gebildet werden, die 
eine seitliche Unteratzung der unteren Schicht unter die obe- 
re Schicht des Gate zulassen. 

Wenn die fur die Gate-Struktur benotigte Schichtenf olge er- 
zeugt ist, wird diese lateral strukturiert / um das Gate zu 
formen. Dazu wird die Schichtenf olge bzw. ihre oberste 
Schicht 5, zunachst maskiert. Da diese Maskierung in der Wei- 
se erfolgt, dag die Breite der zweiten Gate-Schicht 5 in die- 
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sem Verfahrensstadium breiter ist als die vorgegebene Ka- 
nallange, konnen herkommliche lithographische Techniken wie 
etwa die Verwendung von Lack- oder Hartmasken zum Einsatz 
kommen . 

Erf indungsgemaiS wird die anfangliche Breite des Gate- 
Schichtenstapels bewuSt breiter gewahlt, als es der gewunsch- 
ten Gate-Lange lind damit der Kanallange entspricht. Dafiir 
wird durch die Verkniipfung einer anisotropen ersten Atzung 
mit einer anschliefienden, anisotropen Unteratzung, die bei 
dieser Reihenfolge zu einer Unteratzung der ersten Gate- 
Schicht unter die zweite Gate-Schicht f iihrt , eine Reduzierung 
der Gate-Lange unmittelbar auf dem Gateoxid erreicht. Durch 
diese Verkniipfung kann mithilfe an sich bekannter und einfa- 
cher Atzvorgange ein T-Gate sehr kurzer Kanallange herge- 
stellt werden. Der Einsatz von Lasern oder Elektronenstrah- 
len, die liblicherweise zur Erzeugung sehr kleiner Strukturen 
zur Anwendung kommen, ist bei dem erf indungsgemaSen Verfahren 
nicht erforderlich. Vielmehr kann die zweite Gate-Schicht 5 
mithilfe von Lackmasken oder Hartmasken in liblicher Weise 
maskiert werden. 

Die Formung des Gate beginnt dann mit der anisotropen, in 
Richtung senkrecht auf die Substratoberf lache gerichteten 
Trockenatzung mit Hilfe eines ersten Atzgases, angedeutet 
durch Al in Figur 1 . Die Atzung wird vorzugsweise so lange 
fortgesetzt, bis alle Gate-Schichten strukturiert sind, aber 
das darunterliegende Dielektrikum noch nicht durchbrochen 
ist . 

Alternativ kann die Atzung auch in einem Stadium beendet wer- 
den, in dem die zweite Gate-Schicht 5 ganz, die erste Gate- 
Schicht 3 hingegen nur teilweise durchbrochen ist. In diesem 
Fall erfolgt die vollstandige Durchbrechung der ersten Gate- 
Schicht 3 bis hin zum Dielektrikum 2 durch den zweiten, nach- 
stehend beschriebenen Atzschritt. 
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GemaS Figur 2 wird in einem nachsten, isotropen Atzschritt 
ein zweites Atzgas A2 isotrop dem Substrat zugefiihrt . Isotrop 
in diesem Sinne bedeutet, dalS der Isotropiegrad ausreichend 
groS ist, daS das Atzgas A2 die Seitenwande der unteren Gate- 
Schicht 3 erreicht und unteratzt. 

Die zweite Atzung mu6 selektiv zum Dielektrikum 2 erfolgen. 
Je groSer die Selektivitat der zweiten Atzung gegeniiber dem 
Dielektrikum ist, um so zuverlassiger wird ein Durchbrechen 
des Dielektrikums yerhindert . 

Das Dielektrikum braucht nicht notwendigerweise schon im Lau- 
fe der ersten Atzung erreicht zu werden; falls die anfangli- 
che Breite der Gate-Struktur , d.h. die Breite der oberen Ga- 
te-Schicht 5 ausreichend groS ist, ist auch vorstellbar, daS 
nach Erreichen der unteren Gate- Schicht 3 erst die zweite At- 
zung das Dielektrikum f reilegt • 

Das Atzgas A2 kann vorzugsweise so ausgewahlt werden, daS die 
zweite Atzung auch selektiv zu der uber der ersten Gate- 
Schicht 3 liegenden zweiten Gate-Schicht 5 (und gegebenen- 
falls zur zwischen ihnen liegenden Zwischenschicht ) erf olgt . 
In diesem Falle entstehen T-formige Gate-Strukturen, deren 
gut leitender metallischer oberer Teil seinen nach der ersten 
Atzung geformten breiteren Querschnitt beibehalt, wahrend nur 
die untere erste Gate-Schicht 3 verschmalert wird. Dadurch 
kann die obere Gate-Schicht 5 leichter kontaktiert werden. 

Sofern die zweite Atzung nicht selektiv zur oberen Gate- 
Schicht ist, entstehen zwar keine T-formigen Gate-Strukturen; 
jedoch wird auch hier dieselbe Reduzierung der anfanglichen 
Gate-Lange erreicht. Bei ausreichend dick abgeschiedener 
zweiter Gate-Schicht 5 bleibt zudem auch nach der zweiten At- 
zung geniigend Material dieser Schicht vorhanden, um das eine 
ausreichende elektrische Leitf ahigkeit des Gate zu gewahrlei- 
sten und^um das Gate zuverlassig zu kontaktieren. 



P2001, 0216 



9 

Als Atzgas A2 fur die zweite, isotrop durchgef uhrte Atzung 
dient vorzugsweise ein Halogenwasserstof f . Insbesondere Brom- 
wasserstoff (HBr) ist wegen seiner guten Selektivitat gegen- 
liber Siliziumdioxid (als Dielektrikum) und gegeniiber Metallen 
(als zweiter Gate-Schicht ) gut geeignet - 

In den Figuren 1 und 2 sind Gate-Schichtenstapel benachbarter 
Kondensatoren ubertrieben eng benachbart dargestellt, urti den 
EinfluS unterschiedlicher Isotropiegrade auf die Formgebung. 
durch das Atzgas A2 besser zu verdeut lichen. 

Figur 3 zeigt hingegen nur noch einen einzigen hergestellten 
T-formigen Schichtenstapel 3, 4, 5, der seitlich bereits mit 
Spacern 7 bedeckt ist. Die Spacer dienen zur seitlichen Iso- 
lierung des Gate-Kanals gegeniiber den einzubringenden Sour- 
ce/Drain- Implantationen S/D. 

Die Implantationen S/D werden auSerhalb der Spacer 7 durch 
das Dielektrikum 2 hindurch in Bereiche 8 des Substrats im- 
plantiert. Beim einer anschlieSenden thermischen Bearbeitung 
werden die Temperatur und die Dauer der Warmeeinwirkung so 
gesteuert, daS sich das lonenprofil 6 bis unter die obere Ga- 
te-Schicht 5 an die untere Gate-Schicht 3 heran, d.h. in den 
•Bereich 6a hinein erstreckt . Bei einer Breite des urspriingli- 
Chen Gate-Schichtenstapels von 200 nm geniigt eine der Un- 
teratzung entsprechende zusatzliche lonendif fusion von 50 nm 
auf jeder Seite des Gate, urn einen Transistor einer Kanallan- 
ge von 100 nm zu formen. Vorzugsweise werden - ausgehend von 
einer Gate-Breite von 12 0 bis 30 0 nm - die Source/Drain- 
Implantationen auf vorzugsweise 3 0 bis 150 nm (entsprechend 
der gewiinschten Kanallange) aneinander herangef uhrt . Erfin- 
dungsgemaS konnen jedoch MOSFETs beliebiger, noch kurzerer 
Kanallange hergestellt werden. 

Ein solcher Transistor kann mit dem erf indungsgemaSen Verfah- • 
ren mithilfe herkommliche Lithographiemethoden erzeugt wer- 
den. 
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Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung gelingt eine Herstellung 
selbst justierter Mehrschichten-Gates , bei denen ausschlieS- 
lich herkommliche Herstellungsanlagen und ProzeSschritte zum 
Einsatz kommen. Das Verfahren ist daher einfach und kosten- 
giinstig, und aufgrund der kontrollierten Unteratzung ist die 
Gate-Lange der hergestellten Transistoren besonders raafigenau. 
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Patent anspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines MOSFETs mit einem Gate- 
Kanal einer vorgegebenen , sehr kleinen Kanallange, mit den 
Schritten: 

- Erzeugen eines Dielektrikums (2) auf einem Halbleitersub^ 
strat (1) , 

- Aufbringen einer ersten Gate-Schicht (3) auf das Dielektri- 
kum (2) , 

- Aufbringen einer zweiten Gate-Schicht (5) , 

- Maskieren der zweiten Gate-Schicht (5) in der Weise, daS 
die Breite der zweiten Gate-Schicht (5) grofier ist als die 
yorgegebene Kanallange, 

- anisotropes Atzen der zweiten (5) und der ersten Gate- 
Schicht (3) , 

- isotropes seitliches Unteratzen der ersten Gate-Schicht (3) 
unter die zweite Gate-Schicht (5) selektiv zum Dielektrikum 
(2) in kontrollierter Weise derart, daS eine vorgegebene 
Breite ersten Gate-Schicht (3) erreicht wird, die kleiner ist 
als die Breite der zweiten Gate-Schicht (5) und die der vor- 
gegebenen Kanallange entspricht . 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Breite der ersten Gate-Schicht (3) durch die Breite der 
zweiten Gate-Schicht (5) und durch die Dauer des seitlichen 
Unteratzens der ersten Gate-Schicht (3) unter die zweite Ga- 
te-Schicht (5) kontrolliert wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennz. eichnet, dalS 

die Breite der ersten Gate-Schicht (3) wahrend des Unterat- 
zens mit Hilfe der Konzentration eines Atzstoffes (A2) kon- 
trolliert wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
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dadurch gekennzeichnet, daS 

die vorgegebene Breite der ersten Gate-Schicht (3) gleich der 

vorgegebenen Kanallange ist . 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzelchnet, dafi 

das anisotrope Atzen der zweiten (5) und der ersten Gate- 
Schicht (3) bis zum Erreichen des Dielektrikums (2) fortge- 
setzt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das isotrope seitliche Unteratzen der ersten Gate-Schicht (3) 
selektiv zur zweiten Gate-Schicht (5) erf olgt . 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6,, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Unteratzung mit Hilfe eines isotropen Plasmaatzschrittes 
durchgefiihrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die isotrope Atzung mit Hilfe eines Halogenwasserstof f s , ins- 

besondere Bromwasserstof f durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Breite der zweiten Gate-Schicht (5) zwischen 120 und 300 
nm bietragt . 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Breite der ersten Gate-Schicht (3) zwischen 3 0 und 150 nm 
betragt . 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
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dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Gate-Dielektrikum (2) aus Siliziumdioxid und die erste 

Gate-Schicht (3) aus Polysilizium besteht . 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzelchnet, dalS 

die daS die zweite Gate-Schicht (5) eine hohere elektrische 
Leitf ahigkeit besitzt als die erste Gate-Schicht (3) . 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die zweite Gate-Schicht (5) aus einem Metall, insbesondere 

aus Wolfram besteht. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
gekennzeichnet durch 

Einbringen von Source/Drain- Implantationen (S/D) und Diffun- 
dieren der Implant at ionen unter die vorgegebene Breite der 
zweiten Gate-Schicht (5) bis zum Rand der ersten Gate-Schicht 
(3). 
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Zusammenf assung 

Verfahren zur Herstellung eines MOSFETs mit sehr kleiner Ka- 
nallange 

5 

Beschrieben wird ein Verfahren, bei dem ein mindestens aus 
zwei Schichten (3) und (5) bestehender Gate-Schichtenstapel 
zunachst anisotrop strukturiert .und dann die untere Schicht 
(3) geatzt wird, wobei ein isotroper, vorzugsweise selektiver 
10 Atzschritt eine seitliche Unteratzung, d. h. Entfernung der 
^ unteren Schicht (3) bis zur vorgegebenen Kanallange bewirkt. 

Mit Hilfe des erf indungsgemaBen Verfahrens kann ein T-Gate- 
Transistor sehr kurzer Kanallange maSgenau, auf einfache Wei- 
ls se und kostengiinstig hergestellt werden, Seine elektrischen . 
Schalteigenschaf ten sind besser als diejenigen anderer, mit 
herkommlichen Verfahren geformter T-gate-Transistoren. 

(Figur 2) 

20 
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